Oponentsky posudek disertacni prace Jakuba Zazvorky
,Photoconductivity, photoluminescence and charge collection in
semiinsulating CdTe and CdZnTe*.

Tématem diserta¢ni prace je studium vlivu ptipravy vzorkd a jeva ovliviwgjicich spektralni
rozliSeni a detektivitu CdTe a CdZnTe detektord. Ptitomnost hlubokych hladin byla
studovana pomoci fotoluminiscence a korelovana s dalsimi elektro-optickymi métenimi, které
umoziuji urceni vlivu strukturnich vad zdkladniho materidlu na funkci detektorid. Velka
pozornost byla vénovana rozboru homogenity odporu a fotovodivosti v porovnani s
detektivitou vzorku a jeho elektrickymi vlastnostmi. Ziskané vysledky byly vysvétleny
pomoci teorie posunu Fermiho hladiny. Nezanedbatelnou casti diserta¢ni prace je studium
vlivu piipravy povrchu a jeho oxidace na celkové chovani CdTe a CdZnTe detektorti. Casova
zmeéna velikost svodovych proudu byla korelovana s tloustkou povrchové vrstvy TeOs.

Téma disertacni prace je velmi zajimavé a patii mezi aktudlni témata, protoze CdTe
ptedstavuje perspektivni materidl pro ptipravu detektori Rentgenova a gama zafeni. Hlavnim
problémem u CdTe je nekontrolovatelnd pritomnost ptirozenych defekti, které tvori hluboké
hladiny uprostfed zakazaného pasu. Tyto hladiny plsobi jako zachytnd nebo rekombinaéni
centra, ktera ovliviuji efektivitu sbéru generovaného elektrického naboje v detektorech.
Z tohoto divodu je dulezité mit metodiku pro méfeni prostorového rozlozeni hlubokych
center v CdTe a CdZnTe detektorech. Dalsi dulezitou otazkou je, urCeni typu defekti, které
vytvafeji hluboké trovné v téchto materialech. Jde o velmi slozitou problematiku, ale na
druhou stranu mél doktorand velkou vyhodu prace v tymu, ktery pii studiu CdTe a CdZnTe
detektorti dosahuje velmi dobrych vysledkd.

Experimentalni metody pouzité v disertani predstavuji komplexni soubor metod,
které umoznily dosazeni fady unikatnich vysledkd. Zde bych vyzvedl tfi metody méteni
homogenity vzorki pro pfipravu detektort.

Prace je pséana piehledné, dobte logicky strukturovéana a graficky pékné provedena. Je
rozdélena do sedmi kapitol. Ve velmi stru¢ném uvodu jsou shrnuty vlastnosti CdTe a
CdZnTe, popsany postupné kroky pfi piipravé detektorti a definovany cile diserta¢ni prace.
V teoretické Casti jsou uvedeny rovnice a modely pouzité pii vyhodnoceni vysledkli méteni.
V teti kapitole jsou popsany pouzité méfici techniky a studované vzorky CdTe a CdZnTe.
Te&ziste prace je v kapitolach 4, 5 a 6, kde jsou prezentovany a diskutovany vSechny dosazené
vysledky. V ¢tvrté kapitole jsou uvedeny vysledky méfeni fotoluminiscence v zavislosti na
teploté a excitaci. Autor se zamétil predevSim na podrobné studium pasu ~ 1.1 eV, kde diky
meéteni téchto zévislosti mize slozity luminiscencni pas rozlozit na jednotlivé komponenty. V
paté kapitole jsou prezentovany vysledky bezkontaktnich méteni homogenity odporu,
fotovodivosti a luminiscence. Druhou cast kapitoly tvofi vysledky sbéru naboje na
realizovaném detektoru. Vysledky jsou porovnany s teorii. V Sesté kapitole je ukdzan vliv
opracovani povrchu na vlastnosti detektort.

Prace obsahuje celou fadu originalnich vysledkd, z kterych bych pfedev§im vyzdvihl
studium luminiscen¢niho pasu s maximem u 1,1 eV a jeho rozklad na ,,elementarni maxima®,
pfestoZe nejsou pfifazena k jednotlivym defektim.

K praci mam naésledujici dotazy a pfipominky:



1. Vzorky CT-1l a CT-III jsou uvadény jako In legované, piestoze uréena koncentrace In
ve vzorku CT-II je velmi mala < 20 ppb, jak je uvedeno tab. 4.1. Mize byt jesté In v této malé
koncentraci kompenzujici pfimes?

2. Podle mého nazoru, teplotni zavislost maxima luminiscence na obrazku 4.4 nema
zadnou vypovidajici hodnotu v disledku rizné teplotni zavislosti ,,elementarnich pasi* 9 —
12. Prosim o diskusi pfi obhajob¢.

3. Pro zavér, ze pas s maximem 1,1 eV v CdZnTe muze byt podobny pasu 10 v CdTe, neni
zadny relevantni diikaz. Prosim o diskusi pii obhajobé.

4. Doporuceny postup pii pfipraveé detektoru je oleptat a nechat 5 dni starnout. Jaky vliv
ma oxidova vrstva na piipravu kontaktti?

5. V cilech disertacni prace je vyvinout optimdlni charakterizaci vychoziho materialu a
metodu pripravy detektort. V zavéru disertace je pouze vagni prohlaseni, miizete specifikovat
optimalni charakterizace a piipravu detektoru?

Formalni chyby:

Na stran¢€ 55 je uvedeno chybné ¢islo obr. 4.11 misto 5.4

Texty k obr. 4.11 a tabulce 6.1 jsou na druhé strané.

Pies uvedené piipominky diserta¢ni prace Jakuba Zazvorky ,,Photoconductivity,
photoluminescence and charge collection in semiinsulating CdTe and CdZnTe* spliiuje
poZadavky kladené na disertacni praci a prokazuje predpoklady autora k samostatné

védecké praci. Disertacni praci doporucuji k obhajobé.
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